
トポロジカル絶縁体は次世代スピントロニクスのキーテクノロ
ジーとして熱い注目を集めています。スピン軌道相互作用
(SOI)がその鍵ですが、今回グラフェンに塗布した特殊レジス

トに電子線照射することでグラフェン表面を微量水素修飾し、
面直対称性を破壊、SOIの導入に成功しました。さらに電子波
位相干渉（弱局在）において、このSOIの有効磁場がスピン位
相破壊を抑制する可能性を見出しました（論文は下記リンク） 
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